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a step (1') of joining the substrate of piezoelectric material (20) to the carrier
100— substrate (100) via the dielectric bonding layer (1001), a thinning step (2')
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piezoelectric material (200) joined to a carrier substrate (100).
1'1 (57) Abrégé : Procédé de fabrication d'une structure piézoélectrique (10,
10", ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend la fourniture d'un
1053\\ substrat de matériau pi€¢zoélectrique (20), la fourniture d'un substrat support
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